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Streszczenie

W Laboratorium Zimnych Atomow przy Powierzchni
Instytutu Fizyki UJ powstaje uktad do otrzymywania
kondensatu Bosego-Einsteina w putapce magnetycznej na
uktadzie scalonym (chipie atomowym). Przedstawiony
zostanie aktualny status eksperymentu, a w szczegolnosci
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kolejne etapy putapkowania magnetycznego. Zewnetrzna
putapka loffego-Pricharda (IP) wytwarzana jest za pomocg
cewki w ksztatcie ,Z" i odpowiednich pol offsetowych. Do tej
putapki przetadowywane sg zimne atomy °'Rb z putapki
magnetooptycznej, ktore nastepnie transportowane sg w

kKierunku chipa atomowego. W odlegtosci ok. 150 um od
chipa, za pomocg powierzchniowego przewodu w ksztatcie
,Z , wytwarzana jest kolejna putapka I[P, o symetrii
odpowiadajgce] poprzedniej putapce. Po transferze
atomOw witgczana jest ostatnia putapka, ktora powoduje
powstanie dodatkowego dotka (tzw. ,dimple”) w stabszej
osi putapki IP, przez co wzrasta efektywna czestosc¢ putapki
| czestos¢ zderzen atomow, kluczowa w procesie
chtodzenia przez odparowanie.

Kondensat uzyskany w tym uktadzie i przetadowany do
putapki optycznej bedzie wykorzystany m. in. do badania
nieporzadku w sieci optyczne,.

| w 3D MOT putapkowane jest 10° atomow, widoczna

\“ , putapka jest 1.5 cm pod chipem, a chip ok. 2 mm

pod zewnetrzng cewkg Z
dolna komora putapki 2D MOT wraz
Z magnesami statymi, zakonczona
kKrzemowym dyskiem z otworem
o srednicy 0.75 mm, dyspenzery Rb

zdjecie putapki 2D" MOT
kolejno od spodu i z boku

Zewnetrzna putapka magnetyczna i transport do chipa

transport do chipa i przetadowanie atomow do putapki
magnetycznej na chipie

zewnetrzna putapka magnetyczna
loffego-Pricharda

ponizej: zaleznosci czasowe dla pdél magnetycznych offsetowych &
oraz prgdow w zewnetrznej cewce Z i w przewodzie Z na chipie
w trakcie transportu i przetadowania do putapki IP na chipie

putapkowane atomy *’Rb w stanie
podstawowym |F=2, m_=2> (po
kompresji, melasie optycznej |

pompowaniu optycznym), zdjecia . e
wykonywane co 10 ms z ] —
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a) przyktad dobrze dziatajgce; > : _ |
putapki 10 {15 !
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outapki lezy w innym miejscu niz ] 1. trakcie transportu do chipa, ;dj@Cla wykonywan_e
zrodtowa skompresowana chmura _35_'\ byty co 30 ms (pierwsze przedstawia
zimnych atoméw (CMOT) e ey skompresowang chmure atomow przed

witgczeniem putapki magnetycznej)
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Putapki przy chipie: loffego-Pricharda | dimple

putapka dodatkowa putapka ,,dimple”
magnetyczna loffego-
Pricharda na chipie parametry: |, = 3.25 A, B, =-17 G,

B,=-35GiB,=0G,|,=-1.3A

parametry: |, =
3.25A,B, =-17 G, B,
=-35GiB,=0G
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poprzez utworzenie dodatkowego
,,dotka” zwieksza efektywne
czestosci putapki magnetycznej, co
polepsza termalizacje atomow w

yAe putapce, a przez to wymuszone
,J—& odparowanie (ostatni etap
chtodzenia) atomow polem RF
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pomiar czestosci radialnej putapki loffego-Pricharda na chipie poprzez
modulacje ptyngcego pradu (I, = 3.1A, B,=-21G,B,=-20GiB,=0G,
teoretyczna czestotliwosc to 180 Hz): po lewej teoretyczny ksztatt putapki,

po prawej wyniki doswiadczalne finansowanie

dalsze etapy
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1. chtodzenie przez odparowanie (przez
,,n0z RF") az do osiggniecia kondensacji
Bosego-Einsteina

2. przetadowanie kondensatu (lub
ultrazimnej chmury atoméw) do dipolowej
putapki optycznej w skrzyzowanych
wigzkach
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